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2 N 2368
2 N 2369

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

fllr sehr schnelle logische Schal tungen
sowie flir Breitbandverstlrker

Mechanische teny
GehMuse: Metall, JEDEC TO-18,
18 A 3 DIN 41 BA76

Der Kollektor ist mit dem
Gehluse leitend verbunden.
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Kurzdaten: ENQ3I88  ON2OBD
Eollektor-Sperrspannung U{:H g = mazx. 40 v
Eollektor-Emitter-Sperrspanoung uﬂ g = max. 15 v
Eollektorstrom, 10 us - Impulse IL‘ y = max 500 mA
Gesamtverlustleistung bei 'U s 25°c Pu.t = WA, 360 m
Sperrschichttemperatur tJ = mAX 200 *c
Gleichstromverstirkung
bei U__ =1V, I_ = 10 mA B = 20...680 40...120
CE C 5
bei ul:l =2V, IC = 100 mA B Y 10 20
Transit-Frequenz 5
bei “cn = 10 ¥, IC = 10 md f'l' = 400 500 MHz
Speicherzeit ¢
bei ch = IFI = -Ill' = 10 mik L = 10 13 ns
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Absolute Grenzwerte: (gliltig bis l'J -I}
Kollektor=Sperrspannung bei IE = 01 “CB p = max. 40 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung
bei T."BE = 0 “EF g = max, 40 W
bei Iﬂ‘n' IC- 10 mAs "I’.‘Eﬂ = BAX, 15 W
Emitter-Sperrspannung bei I[: = Oz UEB o = max, 4,5 ¥
Eollektorstrom, 10 ps = Ispulse: Il:: N " mex. 500 mA
Gesamtverlustleistung: Ptbt = mAX., J60 oW
Sperrschichttemperatur: I-J = max, 200 °C
Lagerungstemperatur: #s = min, -65 °C
8y = max, 200 “C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: I“ v S 0,48 K/m¥
gwischen Sperrschicht und Gehfuse: ltll G E 0,15 K/m¥
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Kennwerte: (bei 8; = 25 ®c, sofern nicht anders angegeben)

2N2368 INz2369
Eellektor-Reststrom
bei Uy = 20 V, Iy = 0: Ics o s 0,4 LA
bei Ugg = 20 V, Ig = 0, 8; = 150 °C:  Tcg g s 30 sA
KEollektor-Emitter-Reststrom
bei Ugg = 15V, Ugg = 0, 8; = 58 °C:  Igg g S 0,4 A
bei Ugp = 40 V, Ugp = O: Icp s H 1,0 wA
Emitter-Reststrom
bel Ugg = 4,5V, I = 0: Igp o $ 10 A
Eollektorstrom
bei Ugg = 18V, -Upg = 3 ¥, 8 = 53°C: Ig 4 0,6 WA
Basisstrom
bei Upg = 15V, <Upg = 3 V, 85 = 55°C: -1g 3 0,8 A
Kollektor-Emitter-Durchbruchapannung
bei Ip = 10 mA, Rgy = 10 0: U(pR)CE R 3 20 v
bei Ip = 10 mA, Ig = O: U(BR)CE 0 15 v
Eollektor-Emitter-Restapannung
bei Ip = 10 mA, Iy = 0,8 mA: Uc sat 0,3 v
bei Ip = 10 mA, Ty = 0,6 mA: Uep sat = 0,3 v
bei Ip = 10 mA, Iy = 1,0 mA: Uck sat i 0,26 v
bei Iy = 100 mA, Iy = 10 mA: Uck sat ° 0,8 v
Basisspannung
bei Upg = 20 V, Ip = 30 uh, &) =100°C: Upg & 0,35 v
bei Ip = 10 mA, Iy = 1,0 mA: Upg sut ° 0,7...0,85 v
bei Ip = 100 mA, Ig = 10 mA: Upg sat 1,5 v
Basisstrom
bei Upy = 0, =Ig = 10 mA: 1g - 187...500 B3...250 WA
Gleichetromverstiirkang
bei UEE =1V, ]E = 10 mA: B = 20,..60 40,..120
bei Upg = 1V, Ig = 10 mA, 8; =-88°C: B 2 10 20
bei Ucg = 2V, Ig = 100 mA: B < 10 20
Transit-Frequenz
bei Upg = 10V, Ig = 10 = fy = 500 (2 400) 600 (£ 500) MHz
Eollekterkapazitit
bei Ugg = 8V, Ig =0, [ =1 Miz: c, " 4,0 »F
Emitterknpazitit
bei Ugg = 1V, Ig =0, £ « 1 Mz C, “ 4,5 pF
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2N2368 ZNZ 69
Schaltverbalten: (bei 8; =25%) =225 ol

Speicherzeit bei lpy = Igy = ~lpy = 10 =mA; t,=35 {S 10) & [5 13) ns
+0V +u!1i
+EV —

U, mit Oszillograt
(R =500, <ins)gemessen
2N2368  2¥2069

————

Einschalteeit (1 ;. =ty + t.)

bei Tpy = 10 mA, Igy = 2 Al vem -Ugp = 1,5 V: tein 1 12 s

bei Igg = 100 ml, Igy = 40 mA ven -Cpgp = 2,28 Vit & 1 oe
Ausschaltzeit (t = t  « tg)

bei Ipy = 10mA, Igy = 3 mi, =Igy = 1,5 ma: tyus ¥ 15 18 os

bei Iy = 100 mA, Igy = 40 mA, -Igy = 20 ma: tons & 1B 21 e

l”-u
U,il', ‘m“', fr = In‘-. vr < ﬂ,ﬂ?,ﬂ.iiﬂﬂ
U,: mitOszillograf (R =509, [, < Ins )gemessen

I 1 R R R R fein Jeus
v 1 )
bat C cx BX BY 1 2 J 4 U U [T v U
v wh | omt] ma c c a g | bat B BE i]| "bat B 1
v ¥ v v v
a 10 a]1,5 |3300 | 3300| 50 |220 =3,0 =1,8] 15 12,0 =15
6 100 40 20 330 330| &8 0 -4 .58 -2,25] 20 15,3 =20
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